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１．概要（Summary） 

先行研究においては GaAs や InAs の低次元構造を

簡便に形成する方法として固相エピタキシャル成長を採

用することが提案されている[1,2]。しかし、現時点では 

GaAs 系混晶の固相エピタキシャル成長に関する報告は

これら以外にほとんど存在せず未開拓の技術である。そこ

で、GaAs系混晶半導体の固相成長技術開拓に向け、不

純物原子 X をイオン注入した InxGa1-xAs の結晶性評価

を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

二次イオン質量分析装置:SIMS、薄膜構造評価 X 線

回折装置 

【実験方法】 

試料は分子線エピタキシー  (MBE) 法により、InP 

(001) 基板上に成長温度 200 ˚C で InxGa1-xAs を成長

した。InxGa1-xAs に原子 X をイオン注入することで試料

最表層に形成されたアモルファス InxGa1-xAsに着目した。

イオン注入後の評価のために SIMS およびＸ線回折 

(XRD) 法を用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に SIMS による測定結果を示す。Ga、As と In

原子は検出されたが、原子 X は検出されなかった。これ

は、イオン注入した原子 X が InxGa1-xAs 層中で SIMS

の測定検出限界以下しか含まれていないことが原因と考

えられる。また、イオン注入前後の XRD スペクトルを比較

したが、大きな違いは確認できなかった。これは、イオン

注入では InxGa1-xAs 層の厚み 2 µm に対して、最表面

から170 nm程度しか原子Xがイオン注入されておらず、

イオン注入層の XRD にはほとんど影響を与えなかったこ

とが原因と考えられる。 

今後は、イオン注入によるアモルファス化ではなく、あら

かじめ基板上にアモルファス GaAs 系混晶半導体を堆積

し、その熱処理前後の結晶性について調べる必要がある。 
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Fig. 1 SIMS spectra of InxGa1-xAs:X 


